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W/g. rozdzielnika

.i załączeniu przesyłamy następujące materiały dotyczące 

przygotowania stanowiska strony polskiej na spotkanie 

specjalistów PRL» NRD 9, GSRS w sprawie perspektyw dalszej 

współpracy w zakresie meszyn matematycznych :

1. Materiały opracowane przez Zespół Roboczy Nr. 3 w ramach 

tematu "Elementy Elektroniczne i pamięciowe.*

1 o 1."Mikroukłady hydrydcwre dla maszyn matematycznych "

1.2."Układy scalane półprzewodnikowe "

1*3 o "ly skretne elementy konstrukcyjne do układów 

EMC. . III generacji "

1.4. " Pamięci operacyjne dla maszyn cyfrowych małej 

i średniej wielkości III generacji ",

2. Protokół z IV°*tej narady w ZPAiAP "MERA1* odbytej w dniu 

18.09o67 r. oceniającej opracowania Zespołów Roboczych

Nr.l i Nr. 2.
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PHETO Ob.nyro mgr inż.W. Belaśiński 
PRETO - Ob.Jjyr. mgr inż.H. Chyrek
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CODKK
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JIM

OboDoCs dr R.Marczy&ski 
Ob.DoCo ćr W oTurski 
Obo Dr M= Greniewski 
"UNITRAM -0b4 mgr inż.L. Magajewski 
Ob o Uyr mgr inż. J^ Gradowski 
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Ob. Sr inż o B.‘ Nowak 
Ob. mgr inż. Z. Wrzeszcz 

ITR - Ob. DoCo dr A o Góral 
ITE - Obo Dr inż. A. Ambroziak 
WZR T-l -Ob. mgr inż. A. Makowiecki 
WZĘ "Elv.ro" -Ob.Dyr. mgr inż. E. Bilski 
W ZE "Elwiro" -Ob, mgr T„ Kamburelis 
WZE "Blwro" -Ob. mgr inż. J« Markowski 
ZMP "Błonie - Ob«, mgr T. Żemła 
PIAP - Obo mgr inż0 M. Wajcen 
MPC - Dep.Etsnoiłiczny Ob. mgr Zo Daytruk 
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13,,09'żo? n  w sprawie star ćwieka.‘strony polskiej na' 

spotkanie ,P.8L>. NRD? GSRS i ZSRR w sprawie perspektyw > 

dalszej współpracy. w zakresie aasayn aatematycznycho

Karfed^ie przewodnićg^łź w:r- inż 0 T,, Podgórski • '
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Posiedzenie dla omówię 

odbędzie.s ię w dn.- 21 o
>c

?ry Zespolą Roboczego Nr 3 opra~ 

mty elektroniczne i pamięciowe" . 

*iał opracowany przez Zospół wy** 

.a s ZPEiT "UNITRA9’ oraz wprowa- 

:ych z ustaleń konferencji w KNiT 

>nych' do maszyn matematycznych

>ży uzupełnione opracowanie- 

■dały te zostaną rozesłane■w

iia opracowania Zespołu Nr 3

32i£LŚi. .i.§£i£Ł£!5SJi&l

Posiedzenie dla przedy ?kutowania «projektu instrukcji'do

rozmów ^"Stronnych odfcidzie się w dno

2-S2t5i. 1£ ** .» ZPĄiAI1 •gEgĄ*, .- '

Ra narac zi 3 przedyskut iwan© opracowanie. Zespołu Rob©~ 

czego Nr 1 - "Systemy iaszyn I I I  generacji” »

Po uzyakariu dodatkowych wyjaśnień od autirów, zebrani 

uznali i;a' 3łuszną' koncepcję systemu maszyn III  genera-* 

cji prsitids Ł&widną w opracowań iwo



“UzgoćLtiono konieczność przygotowania przez zespci 

akon-3.2hi' owenego raati/ris&u- "'Załolenia systemu HYDjRA1"«

Dd NH'J*.OSES i SiiiB zostanie wysłana ogólna charakte­

rystyk a koncepcji ś\ steinu-, Charakterystyka ta .zostanie '* 

przek>z'.na Grupis R-.dakcyjnaj w 3n<. I9.*09*br<> . j

• Zwróćan • aif.’ z proś'ą do całonkdw Zespołu Nr i o do­

datkowe przedyskutowanie z Zespołem Nr 3 koncepcji • 

badc»5y >ilo.towego^śyatemu maszynowego,w aspekcie tech­

nik pod stawowy eh prt.y jętych dla maszyny - •pilota • 

ar&ź .dl'.'‘ linii ' ia& ą zy n śy s t emu 4 ’ Hf DBAn 0

' Zespćł izupełni rów-iież opracowanie wnioskami oano- t 
¿ni« współpracy &tzy projektowaniu i budowie maszyny 

p ii et £; n-a£ Tconcepc >§ podziału zadań przy realizacji 

linii Kurzyn sya.tejńi 3'HYBR\'’0

Na pćsiadżeniu rozpatrzono również uzupełnione w 

myśl uu ¿g Jll-go po dedzenidą opracowanie Zespołu 

lir 2 - ’'Urządzenia ;>eryfer;yjne**o

Po zzśi erowaniu końcowej wers ji. opracowania, przez 

przo\ oc liczącego Zeapołii Kr 2 mgr inżoTo Żemłę 

człoi.kc-yie Zespołu, tfr 1 potwierdzili przydatność zestawi 

ur«‘4*12$ ń proponowanego przez Zespół Nr 2 do systemu

W.tr.->k( i« dyskusji .ustalonos
- 1/ %  wr iosków wyłączyć punkt omawiający zasady •wyko- 

rsy* tywania dokumentacji opracowanej przez jeden 

.¿.-■a, przez kraje-'pozostał,©<» Sprawa ta jest prźe- 

da i< tam pracy g-7.upy d/s zagadnień ekonomiczny eh.

• 2 / Nalt-ży podać ter. a ty związane z proponowaną tema­

tyki;' prac konst:. ukcy jnych a mianowicie i

- p. pier

“ t ¡¿ma magnety> zna v1
>  1. .mpy do .urzą . zeń "display* i "'light - pen"o



3/ Mie przesadzać ‘spratfy 'specjalizacji w urządzeniach 
'"display" i "light -  pen?«

4/  W pozycji pamięci dyatome sprecyzować?że chodzi tu 
o pamięci se stałym i .wymienny® dyskiem® Obok PRL 
zaproponować jako dru 'iego producenta NRD«.

5/ ' W pozycji- czytniki ka ‘t zaproponować następujący 
.' podział s :)scjal izae j i ;,

czytniki' *a mniejsze .izybkóści ‘ NBÍ3’ \
czytniki la większa e-sybkości -  PRL

6/ ’H- pozycji perfore tora taśmy zmienić parametr szybko«*, 
ści z : 0C zn/sek n a j 50 zn/Sek»

7/ W pozycji,drukarka wisrssowa wykreślić nazwę firmy 
' ; XERQN.ÍCo

* 8/ urządzenia do tranami , j i  danych- rozbić na. 2 rodzaje:

-  urządzenia' do wolnej transmisji 30 * 2C’C bodów po 
liniEcr telegrafíes iychg,

, - urządzęnia do średn iej szybkości transmisji danych 
'500 -i- 2400 bodów pc •łączach'' telefoniczny cli«,

Sugerować przyjęcie specjalizacji- przez NRD i CSRS,,

9/ ^'pozycji klawiaturom 3 dziurkarki i aprawdsiarki kart 
uruchor:it;)ís. produke* i w PBI. traktować jako •niemono- 
pali sty ci ne o

0/  W pozyuj: klawiaturom &■ dziurkarko-sprawdzarki taśmy 
perforowt ae j !( eugero* ać specjalizację w NBD i CSRS«.

?.'j/ W pozycji Tplottery" '.zmienić wzorzec g XCT na MCalco¿

Materiał opracowany przez Zespół Nr 2 został- przy jęty i 
przekazany dci Grupy Redakcyjnej dla wykorzystania- przy 
opracowywać ii instrucji o  rc zmów o
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Mr.kroukirôÿ. łtybrydowe dla aa szyn matematjcżDych

Opracowała mgr inż» Andrzej S

!
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GŁ<5wq3 cechą charakterystyczną rozboju ws półl­

eż ąsaej' elektrbniki jest dążeńie wszelkimi , środkami. dó wy- 

spraniu.,o coraz większej niezawodności i aniej- 

&zjch wy-¡aiarcichj- przy' jak najniższych koeztaciu M  bazie no-, 

wych technologii oraz całkowitej zmiany- podejścia do pro­

jektowania 1 realizacji układów elektron!cżnyeh, wyr-osŁ 

nowa dziedzina elektroniki-®.ikroelektronik?i rozsiane, współ­

cześnie .jako elektronika scalone. - integrated. electrónico 

Składi' się ona z trzech głównych kierunki reprezentows- 

nych przez. %

m  mikroukłady scalone monolityczne ,

- mikroukłady hybrydowe cienkowarstwowe

- siikroukłady hybrydowe tzw*-grubowarstwowe

Mikroukłady Bor.olitoczne charakteryzują się niskimi'kószta- 

rai wywarzenia przy aasowej produkcji3 ograniczonej licz*“ 

by ich typ^w* Posiadają stosunkowo nienajlepsze pa racie try 

elektryczne» Stosowane są głdwnie w saszyasch aateaatycz- 

nycłu

iiikrevikłady hybrydowej) cienkowarstwowe produkowane są ' w 

dwóch Wariantach..,!" ^'/V ; •: ¡1 • v. jŁ Jft p

« na podłożach biernych /szkło lub ceranika/ naparowa« 

na / napylane / warstwy opoporaey dielektryczne i 

prsęwodsącę z waontowanymi ele&entaiEi . czynny mi ;••■

%  na podłożach krzakowych ś- uformowanymi struktura“»', 

ai /napylana/ warstwy bierne i

• prs;ewodzące* ;

Mikro¿kład;; hybrydowe’na podłożach biernych? posiadają do- 

skonaie własności elektrycznej czysto nawet lepsze niż.■ 

stare: adb wykonane układy z elementów kłosyczr^chp Dodatko­

wą Zaletą '•echnik^’ cienkowarstwowej jest stosunkowo ńiok5 

koszt projektu mikroukładu względem kosztów wykonania* Umoż­

liwia to p:*qdukcję szerokiego/asortymentu mikroukład ów., 

przy nie»iole wyższyeh kosztach» niż.przy tej samej licz- 

ności produkcji, jednego typu«

U ■ o/o



Stosowens w sprzęcie profesjonalnym'ws:iędzig •,,ams gdzie 
są pożądane wy sok**©. stabilności parasje ;r<5« elektrycznych, 
a więc .s maszyny matematyczne» szybka luiomatykag sprzęt

o przeznaczeniu specjalnym* radiofcelef >tiy fcypt. prof«-- 
b jonalnegę, elektroniczna aparatura pomiarowa 
Koszty wytwarzania mikroukładów. hybrydowych na podło» 
żach biernych eą mocno, usaleiidojci od rodzaju mikroufeła- 
dów, jednak w przypadku prostych układów do naszyn cyf­

rowych przy niezbędnym wymiarze, produkt?ji są m  tyle 
miskie* że. stanowią konkurencję dla ¡niLroukłaclów mono­
litycznych nawet w centralnych częściach -mmtigto 'matema- 
tycznych« Większy nieco koszt mikroukładów hybrydowych 
zrekompensowany jest ich'lepszymi parametrami elektrycz­

nymi« Ze względu na niskf. udział kos,si >wrobocizny w warui 
kach^krajowych / nie przekraczający $$/ nie ju^tiWyklu- r 
czone9 że mikroukłady monolityesre prs7 produkcji uza­
sadnionej potrzebami będą droższe niż mikroukłady hy­
brydowe© 2a przyszłością przesad la ją iatoaia.it pewne, 
względy techniczne, których omówienie jzczegótowe prze­
kracza normy niniejszego opraeows-.ńia«

Mikroukłady hybrydowe na -odłożąsh krze­

mowych posiadają zalety obu omów:onycfc wyżej rodzajów® 
Miski kosz-t wytwarzania^ Maksymalna miniaturyzacja9 wy- , 
soka stabilność parametrów elektrycznych wskazują, że 
ten typ mikroukładów rokuje perspektywicznie największe’ 
nadzieje dla szerokiego asortymentu sprsętu profesjo­
nalnego, wymagajrzcego podzespołów; wysckiej jćkoćci* (pa­
nowanie technologii tego typu'®:.kroukładtów jest’ jednak 
możliwe po opanowaniu technolog!7 mikroukładów cienko­
warstwowych na podłożach biernych ze wszystkimi jej 
subtelnościami jak i opanowaniu technologii nowoczesnych 
czynnych elementów krzemowych prostych, a w następnej 

kolejności struktur złożonyeh9 wieloelęmentowjch«.
Dla sprzętu powszechnego użytku ;l masewego sprzętu pro-r 
fesjonalnego imjodpowiedniejszą ;echn1ką jest tak zwana 
technologia "gru&yeh,warstw*, pozwalająca uzyskać mikro­
układy przy zdecydowanie niskich kosztach, ale także



gozassj?eh parametrach elektrycznych». Opiera się en? na 
Wnoszeniu na podłoża bierne itetodą sitodruku warstw 
opornych, pojemnościowych i przewodzących*

¿ktuelne, szczytowe osi^gnU ęcia śv,iatowe' mikroelektro­

niki h>*brydov,ejc

Mikroukłady eienkowarst^owc- 'hybrjf¿owa na 

podłożach biernych produkowane s^ już od k*Iku lat W ■ i 
ŁISAj, ■'natomiast na-rankach europejskich znalazły się- 

stosuńkofoo' niedawno«, oferowane ‘ Eł-in* przez firny Mullaz 
t?el#yn, JfJfi,' sucrj .3¿SCOj, CFI&* .JT** LCC Steafi-x9COPRIMs 
Siemens, Philips« Gęstość upakowania eleir.entdw dla- ty«ł 

«kłaść*; hi© przekracza 100 el*/ e»3* Mikroukłady fcybro- 
iowe.na podłożach czynnych, o wyższej, dochodzącej do 
500 el*. /ctn3 gęstości upakowania produko’.vane s^ do- 

tychćses jedyni.<5 W  "USA, .stanowią© ażCwyto^'« dftî paEif* 

©la nikroćlektroniićia

S&jpowczechniej stosowane * cikroukładsch 

i^bi^wsych są następujące struktury cienkowarstwowi, 
ktćr^ch osiągnięte.dotychczas najlepsze p&ra&etry zs~ 

aisezczono w poniżaj eh tablicach©

Kodz» jp: ¿Se-octfc 
v?ars® H uz,'sk'« 
twy . \ . «aiii a '

I

Wars t wy • op orow e

Metoda 5 Zakres * Stabil-': ■ ®*0 
kcrekcjii opornośHi no$<5 l [4/°g 1 
oporo, s'eipo- a' ez&eowaŁ * J 
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Uzyski wataie odpowiednich'kształtów struktur przeprowadza 

sif metodami -fotolitograficznyiaií przyf czym przy osiąg-* 

nieciu najwyższej doskonałości tej technologii uzyskuj* 

sif dla oporników o szerokościach ácieíek rzędu pojedyn­

czych ya • tola ra neje 5% tes korekcji*

i'' ..zakresie z aga dni 3 fi dotyczących monteżu 
suje się elastycznie wszystkie: tschniki s lutowania mięk~ 

■kiego'® spawania oporowęgo, ’.¿jpawąnis ultradowi ęfcatd i, tern 

kompresją/ w zależności od rodzaju mikroukładu«

Projektowanie mikroukładów łącznie z procek 

tea teehaplogi carosa' fot omas^kj w niektórych przodujących 

firmach, powierzone’już zpstało ;gaszytK)m matematycznym o 

Takźfe kontrolą parametrów fcpkej ęmalńych produkowanych sí 

kroukładćw odbyta si£. aut oma ty .Cs ¡lie przez . testery^
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W. celu .zapewnienie .możliwości produkcji są«-.

. rpki«go a©oyty^emtij milcroak2addti«s'.¡»'bo!, podlegający», ©praco­
waniu technologii produkcji w temacie 4*1* kondensatorów

1 SiO> konieczne jest opanowanie technologia’ warstw dielek­
trycznych o dużym t &. z ktdry.eh najbardziej perspektywicz- 
ne wydają się wprstwy z fiO^

4o>c Technologia "grubowarstwowyeh* mikrouŁładówo

. Zastosowania jej będą dotyes^ły sprayu pow«

sssehnsgo użytku.i masowej aparatury profesjonalnej, nie 

dotyczą maszyn mateioatyezrtyeh ITT generacji» więc nie będą ". 
tutaj szczegółowo rozpatrywane,*

•5o Tematyka związana*

5*1» Opracowanie technołegii produkc ji nowoczesnych, dioć i tran­
zystorów w obudowach *eeraiab" i bez Q&udów» © w następnej ko 

lejrioóei struktur złożone.!:, wielo®,lea>snto^ch na podłożach 
z monokryas tał‘ów krzemu9 arsenku gslu i in»

5o2<> Opracowanie technologii wytwarzania ee^amicknych-pcdSioży, 1 

obudów do mikroukładówj obradótó diod i iransyatorćwc

5<>3o C^racOwani© technologii wytwarzania podłoży szklanych meto« 
dą w^ciągśni®; folii ssklanejo ł

5o40 Opracowanie technologii wytwarzania fótomasek,do produkcji 
mikroukładów hydrydowycho

•5*5o Opracowanie konstrukcji i wykonanie aparatury próżfciowej,

kontrolno«pomierowej oraz do tec.hnoirjgii montażu dis potrzeb 
mikroelektroniki hydrydawej*

5«6o Opracowanie konstrukcji i wykonanie półautomatyczi^ch mier» 

ników parametrów" funkcjonalnych mikroukładu typu cyfro= 
wego<> , -

’ , -X r ;
6o. Stan realizacji tematów w Polsce Ą  krajach współpracujących«



7 -

6*1« W Polsce , s"'

Teaat 4«lo Opanowana technologia laboratoryjna mi kro® .
1 \ i- i :! Ł‘3 'mt ■ f bSE j "i 'i ftnfe . ™ m  - ¿r ;* i i ■ 'fej1
układów by bry-dowych na podłogach szklanych na 
'bazie Wi-Cr..!. SiO^ Prowadzona jest pijąca 'nad 
przygotowanie® Mńii do produkcji pilotowej 
-mikroukładów'hybrydowyeh o docelowej produkcji 
4Q0oG00 szto rocznie* Prwadz-i się piece sad' 
technologiami' zastępczymi lub uzupełriający&i 
rozpylacie katodowe reaktywne i Wocz®s dla 
’pasjwac_ji i technologii warstw tantalowych« 
iBątF^ffl wiodąca TIR » współpracujące PTE? » 

ZCS9 ISC9 Zakłady Ss5klarekie«Qżerów.c!

v ' Prace podstawowe z dziedziny technologii’cien­
ił: kich warstw prowadzi Politechnika 'Wrocławska'w 
Katedrze Przyrządzi»’ Elektronowych» fakt® pewne 
prace aplikacyjne prowadzą w Biurach Rozwojom 
wach takie zakłady sprzętowe jak ii"ELWKO" i 
. MMÓJiS“v. '• / ’

Temat' 4*2■> Opracowuje się w ITR technologię laboratoryj­
ną warstw, ceraetoięych dla mikroukładów. i opor~ 
nikćw wydzielonyćh<. Stan.prac?rozeznanie lite­
raturowe i wstępne prófcg technologiczne^

'.'Temat Ąo3e Przystąpiono tf ITH do rozeznania literaturo»
, wego 'Itego' zupełnie nowego w warunkach kra jo- .
■ wy eh zagadnienia<j

- Temat 5« 3 o Opracowuje się w TSG technologię.wykonania 
,. folii-szklanej w' ilościach zabezpieczających

potrzeby mikroelektroniki»
■¿ii?? \

Temat 5,»Io Biuro rozwojowe "Tewa* opracowuje tschno- 
logię planowych diod i tranzystorów krzemo«*» 
wyfcho Przewidziany początek pr odukcji{urućho~ 
mienią w 1959 r«> -



«=. 8  ~

Temat 5»2* W FIE prowadzi się prasę nad technologią 

laboratoryjną podłoży ceramicznych clla 
aikroukładów, a w ZCR prowadzi się prace .¡Ła­

jącą na ęelu opanowani® produkcji. obudów slkrc 
¿kładdw i elementów czynąyeh w ilościach zabe2 

pieczających potrzeby mikroelektroniki hybry^

' dowe jo ■-

Temat 5 «4 o W IMM wykonano prototyp fot okoordy nat ©gra­
fu 9 wytwarzającego fotomsski do procliikcji\ 

mikroukładów hybrydowych*

Temat. 5»5«- «. odnośnie aparatury próżniowej - w PXE 
opracowano napylarkf Sa5Q0

- opracowuje się aspraęt- napylarek

■ w JTE buduje aię agregat prtfżnioiay do na» 

nośsenia warstw oporowych Hi-^Gr

¡¿r odnośnie aparatury kontropom^* w ITR opra­
cowano miernik grubości warstw i szybkoś­

ci parowania, ..monitor oporności1

~ odnośnie aparatury do montażu - bazując si 

na imporcie brak kr© jowego" wykonawcy*

Tenst 5o6o Wstępne prace rozpoznawcze w> ITR i 13® <*

* W krajach współpracującyeh*

Temat 4»lo Technologia laboratoryjna prostych mikroukła 

d<5w hybrydowych w IRDP CSRS,ZSRR oraz wykona­
nie w warunkach laboratoryjny eh niewielkich 

ich ilościo ISajbardzlej zaawansowane prace w 

. ZSRR*-

Temat Prawdopodobnie' tylko w ZSRR prowadzone »ą

prace nad technologią laboratoryjną*

Temat 4o3* Takie tylko ew* w 2SRR wstępne prace»

i K- l J y  ■



Temat 5*1© Produkcja diod £ transits torów planowych krze
- sitowych » ZSHR i  C S f i S < ,  1

Temat 5o20 w ZSRR -■ .opanowane wytwarzanie podłażą ce- 

'reta5.cz*$ eh*
Stonowane obudowy T05 do mikroukładów©Nie sto­
suje sif ©fcudów ceramicznych do elementów czym- 

nuciło.

Temat 5*3* Mle prowadzi się prac m d  folią %

Temat 5#4« Brak ornych — prawdopodobni* fotomaąki wyko-* 
nu jo się metody fotografowania rysunków wyko=» 
oasych w powiększeniu 30*200 krotnym«

Cemat; 3*5« Zdecydowanie bardziej zaawanaowapy, szcz<
nie w produkcji .szerokiego asox-tymentu aparatu* 
ry do montażu? wydaje się być ZSRBc. Takie HRX) i 
oparciu o. zakłady "Zęisa Jena" posiadają roz­
winiętą produkcję sprzętu próżniowego i preeyz; 
nego, stosowanego w produkcji mikroukładów by« 

brydowycfcu

Tarnaw 5*6° Kie podjęto jeszcze praCo

3aawansowanifc w 'realizacji t©mątów/ew«produkcja do 19752

Temat 4^1» Opanowana technologią podstawowa w skali lały 
ratory jnaj* Prowadzi się prace mad uruchomieni« 
linii doświadczalnej produkcji mikroukładów o 

.. docelowej mocy produkcyjnej 400*000 azt* roczn 
. Należy się z powieleniem1 linii w latach 1970- 

.' - 75 i osiągnięciem produkcji rzędu 195 milow.roi 

1975« i ' V

Temat 4v20 Wstępne prace rozpoznawcze» ,

Uruchomieni® produkcji pilotowej przewidziane 
na 1 aia 19*71—75o Jest możliwe osiągnięcie prod’ 
C j i  rzędu 1 m i l o  mikroukładów hybrydowych na 

» podłożach czynsjyeh w 1970 t *»
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8o8„ Opracowanie teehriölogäi wytwarsania ceramicznych ele­
mentów dla mikroukładów hy bryd^y^ch'/D£iP/ 0

- podłc&a - PIEopracw-o technol<>1969 rv 
' - opad my mikroukładów i elementów czynnyeh.

H  uruchomienie produkcji w 1969 r®

8*9* Opracowani© techtsólogii wytwarzania podłoży azklanych 
metodą wyciągania folii azklonej - DKiP- ISiC ©raz 
ZS "Cźar6w‘\ Opracowanie technologii 1968 r0o Urucho» 
mieni® produkcji - 1969’ r*.

80IO0 Opracowanie technologii wytwarzania fotomasek do pro?»
. dukeji mikroukładów hybrydowych/4>&/*

konanie prototypu fotokoordynatografHrdającego 
minimalną ' szerokość“ linii 10 ’ + 2 /U w roku 1968»

' Stap .TTc, Powielenie atoecwnis do zapotrzebowania kilku 
' . fotokoordynatogrofów w latach 1969 * 72 „

■ Etap-.TTX« Opracowanie prototypu keordynatografU o sse~ 
rokoóci linii 2 yą do ^ykonanię fotosasek dla mikro­
układów hybrydowych na. podłożach czynach w roku 1971*

80II». Opracowani« konstrukcji i wykonanie aparatury proż- 
ulowej konirolno-pośsocnicze.j oraz..do technologii mon­
tażu dla potrzeb mikroelektroniki hybrydowej /X)K/„

• aparatara próżniowa - PXE « /kooperacja z NRD / 
aparatura kontrolno-pomi arowa sAooperacja KRJD8 ZSRR?
GSHS/

aparatura'do montażu - EXZ&/kooperacja 3SKR/

8ol2» Opracowanie konstrukcji i wykonanie półeutos«tycznyeh
miernik parametrów funkcjonalnych mikroukładów» ■ 
Prototyp - X$HyZftR|9 X£L >“1969 r« /kooperacja 2SBH i
to/* , I ; • " ffi g  'i \

o/o



H  9o Proporcje podjęcia -prac. rmuko.TO«-badawc*ych i do&wiad~
' c za lno«»k ons truk c y jny eh ora?, uruchomienia produkcji w 
kra jnch współpracujących*

Brak szezegdłOTfych danych «•• ratępjM propozycje w pktv8«

' 10d Kooperacja i wspć'łpr?acęi naU;e*o~techniczna z ' poaostcłyai 

tr2e©e krsjeeii«

Ogólnie pożądana ~ azez®góiy do uzgod nie ni a yz Zaintereso­

wanymi k:r& j&ido.

11., Wagi o pracochłonności, potrzebach kadrowych./ wyposa-, 

żeniu laboratoryjnym i'p.rod$t$y jayE w związku z prncaci 
podjętymi w PRL o

Mniejsze prace aa ją zabezpieczenie. finansowe » NKi* 
Potrzep k a drze■—  ogólnie riiuiąy deficyt« -

■ 12* Ocena © e l o w ó c i  ticie^ania si«< o licencji»* ewesrtiaęłny 

koszt licencji /  o m ó w i e n i e  \m\g p o d a n y c h  w  piet» 8 */* 

N i e c e l o w e .
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ftmkc4onalt.3rcb,ponaiarowGje im 9 I13R, PoloMers»» IBL« - 30.0é 

5«2* Opracowani t» nietypowej apaxatory technologicznej ÏTK» PÏE -

3o<,6a69 r«
5«3* Skompletowaui* i uruchomienie aparatury technologicznej £ pomia­

rowej ITBj n s 8 3 1*1 2¿7o r.

Stan realizacji tematów w Poise« £ krajach współpracującycb

□



7« V okresie do roku 1975 przewidywana jest produkcja seryjna«

80 Kooperacja i współpraca naukowo~tecbnic2tta PSI z pozostałymi 

trzema krajasło

W zakresie okładów ffioaołityczrcyeb prowadzona jest 

koordynacja pras w ramach R¥PS8 przoz grupy specjalistów należące 

do sekcji Nr 4 “Eleiaeaty Półprzewodnikowe i Podzespoły Radiotechni­

czna?« Temtyki^ koordynowanych prac a*vs£ wyszczególniona jest 

w punkcie 4«2« planu roboczego aa lata 196*5-7 o o

W wyniku dotychczasowej koordynacji _ dokonano standa«. 

ryzacji obudów i niektórych parametrów układów«

Ustalono również konieczność budowy pewnych zespołów 

aparatury technologicznej i pomiarowej»

Uzyskanie licencji na układy scalone monolityczne jest 

celowe« Gdyby to nie było możliwe« celowy jest również zakup? licem 

na układy jjjfepłytkowe o i la ich technologia obejmuje nowoczesne 

prosesy technologiczne pozwalające na wytwarzanie tranzystorów 

planarnych w« oz« stworzyłoby to bazę dla szybkiego opanowania 

technologii epipląnarnej i technologii okładów monolitycznych«, 

urealniając, tym samym istniejące zamierzenia krajowe w tej 

dziedzinie« .

Z krajowego «punktu widzenia byłoby bardzo pożądane 

uzyskanie w ramach kooperftcjA z 3S8R kompletu aparatury techno» 

logicznej i pomiarowej niezbędnej do wytwarzania układów«

9© Uwagi o potrzebach kadrowych, wyposażaniu laboratoryjnym i 

produkcyjnym w związku z pracami podejmowanymi w iKŁ*

Dane dotyczące potrzeb kadrowych i inwestycyjnych 
t ' • 

określone są w załącznikach do PKTOHo

loa Ocena celowości ubiegania się o lioencje«

Dane dotyczące tego zagadnienia znajdują się w posiadanit 

dyrekcji ¿jednoczenia "Mera*«
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$p2§® s t f ;.p /omówienie problemu/

Zasadniczymi składnikami służącymi do budowy EMC III generacji 

. będji układy scalone* Ciemniej jednak w wielu punktech ze względu 

nc spec jalne . wynsgéiniá • /moce i prądy/ oraz! nietypowość rozwiąsa« 

nia trzeba bidzie. atosować. dyskretne elementy konstrukcy jne.»

Aby w pełni wykorzjstad zalety rozwiązań cyfrowych na układach 

scalonych y  elementy te powinny odznaczać s,ię dużą niezawodnością 

dobrą stabilnością gzdolnością do pracy w szerokim zakresie zmian 

temperatury - i mały ni wymiarami ...

i $ opracowaniu tym zostaną omówione cztery podstawowe .grupy ele- 

mentó* konstrukcyjny ch t 

/ ■- oporniki • '• r '

~ kondensatory 

- tranzystory 

» diody v

Wymagania dotyczące typów oraz podstawowych parametrów poszcze­

gólnych elementów dyskretnych zostały przedstawione w tablicy 1*

¡Jako podstawowy zakres temperatury .pracy tych elementów przy­

jęto p:a'2WM!sr* ał 0°C’>  7Ó°C0 BpLementy takie ,stanowiące przedmiot 

niniejszego opracowania., będą przeinaczone d.o' 15*3 powszechnego ' 

użytkuio Oprócz tego w późniejszym okresie do konstrukcji. BMC

o specjalnych wymaganiach klimatycznych przewiduje się użycie - 

element# konstrukcyjnych o zakresie temparatury pracy -55°C 

+,'+ Í2£°C« \

Przy weberze elementów konstrukcyjnych została uwzględniona li­

sta preferencyjna podzespołów stosowanych w ĘMC wydana przez 

PR3TG . W opracowaniu wykorzystano szereg informacji otrzymanych 

ze Zjednoczenia ■ Przemys-íá Elektronicznego i Teletechnicznego 

UNTOAo

2 o Aktualne szczytowe osiągnięcia światowe « 

a/ operniki

Nowoczesne ro&wiąząnia wysoko stabilnych oporników odznaczają 

się małymi tolerancjami początkowymi oraz małymi gaharytamio

Przykładem doskonałych właściwości produkowanych-oporników mogą' 

być‘ wyroby firą/ Ne oh® A.łochy /y  '

; m  l



Vi ranach t'ser i¿ oporníkow metalizowanych ÍDS opracowano 

oporniki o tulerancji >początkowej .* Os05 % i współczynni­

ku temperaturowym 0 9D025^ °C .w zakresie temperatury pracy- 

55°j -| + lC'5°v.'' , Zmiany oporności po przechowywaniu przez 

5000 godzin -'v ' + 125°u nie przekrscs&ją 0,4%o wymiary opor­

nika *0 mocy 0.,5 W wynoszą przy tyia, s średnica - 5mm» długość
o* / f

/bes wypr&tfazító/ « 14»Som* 

t '/ kondensatory !

¿rzykładem rozwiązania kondensatorów o dużej stabilności 

oraz niezawodności i małych rozmiarach mogą być kondensato­

ry. ze szklanyu dielektrykiem typu CYFSff francuskiej firmy 

¡Sovoor. SJroiana pojemności po 2000 godzin pracy w + 1?5°Q 

i przy napięć:,« 1,5 razy większym od znanionowego jest dla 

tych kondensatorów m niejsi od D 95%« Współczynnik termiczny 

pojemności, jeei równy oko 0o012%°C•

'Wymiary kondensatora o pojemności 220 pF wynoszą 8^7x4s4x2mmo 

Najnowsze rozv iąz<ania kondensatorów blokujących o dużych 

pojemnościach .odznaczają się dużą niezawodnością, małymi 

w/miarami i zdolnością od pracy ,w szerokim zakresie tempera-' 

t ir • Przykładem rozwiązania wysokiej jakości mogą być tantalo­

wi kondensatory elektrolityczne typu "Driatan" firmy angiel­

skiej TCCo Sor.densator o pojeánoici 22 pi' + 10% dla napięcia 

D ¥  ma wymiary walca o średnicy. 4»5 -mm i długości 11 mm.

Może on pr,acova¿ w zakresie temperatury.■«•55 °C* + ♦ 125°C, 

p?zy czym smirnyl po jedność i w + 125°C są mniejsze od 18% e 

T*ngens kąta i tratności jest mniejszy od 0SQ6 s a, prąd up.Ąyww.

o i 4 *4/UAo Po 1C00 godzinach pracy w temperaturze +125 Ć 

zaiany pojeiantści'nie przekraczają 10%°

c f  p<Słprze,vodi ik f t  o .
Nowoczesna >r?nzystory przełączające mają częstotliwości 

g ’aniczne wynoszące setki małe wartości czasu magazy- 

n ia n ia  oraz et and ar t owy zakres temper stury pracy ,wynoszący *

~ 5^°C XfSfy-Q Przykładem jednego z szybszych tranzystorów

t ij klasy/isoże by¿ krzemowy tranzyśtcr epiplanarny 2N2475

o czfcstotl.iwoéci granicznej 600 MHz i czasie magazynowa» 

n La mniejaisym od 6 na ./przy 3̂ , -~ ^ B l ^  mA/ oraz tranzystor

2itó369 o. £*»., = 500 Mli® i czasie nagaeynowania mniejszym 

ou 13 na ’/ &  *1 B1 s XQ2 * 10 mA/o



Sajszybsze -diody epiplanarne 9 stosowane npa w specjalnych 

układach pomiarowych , ‘mają. cr^y \przełączania /"recovery 

time mi stsncl *rtowe warunki I 1» lOmAo '

U s 6V / rarędu Os5 net- ¿ák RP° dioda HD50.00 firmy Hughes
Ifc sX

Internationa 1 •

Dla potrzeb SML; III generacji przewidzianych do opracowania 

w kraju w okreuiS najbliższych 5 lat wystarczające są diody 

tej klssy , jal: dioda 1H3604 o czasie przełączania nie przé» 

kr ac za jącym 2 us«- ■ .

‘3, Perspektywiczne kierunki«

•. :f■ /Í; ;•■•’ v' f " , " 'i. ¡Uf .. . i -*
a/ ocornikia ■ .

W dziedzinie oporników najbardziej peaąpektywiczne jest stoso­

wi nie oporników metalizowanych typu "Metal Film*. lub "Metal 

Oręide w $5,® wzglądu na duża stabilność & małe wymiary 8szeroki 

zakres temperatury pracy i możliwość'uzyskania całych toleran- 

cji początkowyoho.Oporniki tego typu znalazły też szerokie 

zastosowani«* w ostatnich BIK3 II generacji /np® EMC jSX&IQXT .

4100/o

b, ’ kondensator;/ o

Wyeliminowani© z konstrukcji S W  kondensatorów.elektrolitycz­

nych z folią eluminiową i wprowadzenie na ich maejsee elektro-'

1  :.tyczny.ch icordensatordw tantalowych stanowi według posiada­

no^ rozeziiima powszechną tendencje*

V; obecnej chwili istotom Ograniczeniem jest wysoka cena 

kondeńSatorów tantalowych® Duża niezawodność 9 małe wymiary 

i szeroki zakres' temperatury pracy- tych kondensatorów 

stanowią najistotniejsze cechy predystynujące je do stosowa» ; 

rila W''EMC III. generacji o

c / pdłprze^odr. ikiQ

Najszybsze, najbardziej niezawodne i wyróżniające si* azerokiu’. 

zakresem t'3 .apera tury pracy są.'krzemowe półprzewodnikowe 

elamenty' epiplanarne --o. Stosowani© 'ich w B1SC III generac ji 

ji 3 t w obec iet chwili najbardziej perspektywie zne 8 gdyż 

nowoczesne rozwiązania układów scalonych bazują również na 

.podobnej'tsehrologii epiplanarńej o

Hi)we 'rodzaje elementów półprzewodnikowych jácnp« trahzystpry 

'palowe: IfTj obecnie mało rozpowszechnione«* Można" pézypu- ^



4

szczpć ż* gdyby aaalszły on© szersze zastosowanie w przy-, 

azło¿cij tY były. by stosowane w EMC równolegle zepiplana~

.roymi elementami półprzewodnikowymi«

i ° ^¿łdasja^aEtółesBa..,.. •

Zeatawieni^ tematyki głównej problemu wraz z numeracją po­

szczególnych tematów zostało dokonane w tablicy lo

5 o Tematyk* związana',,,

5ol. Oprać Owianie technologii masek fotograficznych do

produkcji elementów półprzewodnikowych oraz urządzeń • 

do wykonywania masek »

5 02 1 Opracowanie i wybór metod pomiarowych"parametrów

impulsowych diod i tranzystorów w zakresie nanósekun- <

dowyif-o '“•••■; ■■■ -V =;/■ } ■ ?/v

6 . Stan realizacji tematów w Polsce i krajach współpracują- 

6'»1* w Polsce •=

. . S S Ś g l J b l L ■ ’ . • v
Zakład "Óaig" ,w „IV kwartale 1967 r,. ma rozpocząć produkcję .

. oporników metalizowanych wg licencji firmy Slektronica 

Metal 2*ux /Sfłocby /  o Potrzeby JSMC mcgą zaspokoić oporniki 

typu MI* i Af«

W 196? x*v sostała- zakupioną^licencjo ZSHR na produkcję kondeń» 

«etorótr .ceramicznych typu KB i KI w Zakładzie Ceramiki Radioe 

wej .

.Podatkowe parametry tych kondensatorów ? ■

największy -zakres temperatury precy-« 6G°G •+ , + i55°S'

_ mi Jani. 3 ¿sza tolerancja" +. 2$*"

i n.oirinalne'' napięcia . . 100? „ .

\ jejsy współczynnik termiczny pojemności Q.i0X% /°0 a

zakres pojemności 2 a2 pF «4- 1300 pF,

, rozirda^y. #  x 1 dla KT 30 pF . 5,x 12 'mm«

i ' Ą ■ ■ . -/



i

Tesaat' 1

Zakład ■ "'iSlwaM produkuje kondensat c#;/ i'olf-iow© fSUlt o doóó 

dużych.rósmiarach«»- Zskupior-.a.aQatßfcs • a -2SER' lici nc jii.

• uq kondensatory elektrolityczne splatane typu M Q- 1  ;

¿ 0  i ETO-2 , '  . -V'1' . . "  V

Podstawowe- perarnótity tych kondens'&tor rtw t 

. ¡, ' zakresy temperatury pracy - 60°C ■*■ *15$°C i «f C°C + ^2QO°C jj 

najmiejßza tolerancja' +; 10 %, . V ’ ■ -

nominalne:'•napięcia; 6? + -90 Y,

■ zakres .pojemności 10/pF.&©.. 8G\,»uF dla .'KTp*l i lOCytiF * iOOOyui

r dla 1350-2 .. .'

rozmiary $ ar 1 14*5 x lOisaa dla ETC=*1 24 ' xl2m?a c la BTO°2, .

■ tanąena '¿Ita strat/.■'■■ Gs2 dla-SfCfc-t \ Ot ;ł, dla ET0-.2, .• .ó j  

prawdopodobieństwo poprfcwnej praey

. przy 1.3,00 ó0 'i ńomińainytprnap^cii?- ‘prises .,1000' ¿.cdzia 0*98 |

Z '
Fabryka Półprzewodników 'TEWA S1 laa do 1969 r . oj anować

, technologią epitaksjalną 5, a do 1970 :?oku opanov ać technolo-

gigplfenarną i epiplanarną ora3 uruchomić produkcję transy*

; atorów dla potrzeb BMC „ Mają to być transystoiy małej mocy

tego' typu jak tranzystor 2R914«

‘Temat 4 o6»

‘ W opracowaniu znajduje siy odpowiedni tranzystor o nazwie 

KT802A 9 który ma; być produkowany u fabryce półprzewodnik 

ków *ia»3\  .

Temat 4 .7 . i 4.8« . •. .

Zakłada s ie ,że prace prowadzone w ramach tematu 4o4o stwor,zą 

odpowiednią bazę do podjęcia .produkcji diod epif lanarnych

' Temat 5.1»

IMM przy współudziale IXS do 19 6 8 4 ** m  oęr&comeć technolog j 

gip masek fotograficznych oraz odpowiednie urządzenia»

Temat 5o2. . • ' ■ (

Ń 1967 temat ma> sstas? i«jnqnta: • z&fcöiSe.zyć Eątećr«?'Tole«*; | 

transmisji Politechniki Gdańskiej 

6*2« w’ krajach współpracujących .i



Teiaat 4»1>-

V.' krajach współpracujących nie eą, produkować© oporniki tej 

klasy .o

Teaa.t 4«%«

ZSRR produkuj i fccadacsatóry ceramiczne KT-lfc7 podobne do • 

kondensatorów KT, lec® < 2 vi§>kszoaej niezawodności • 

Prsw3opodoł:ni<i-6st:»o poprawnej pracy‘przy nominalnych 

Ktapifcisieh prsśez 1COC. godzixv /500 godz«. w + 100°C i 500 gcdz. 

w -s* 70°C /  wynosi O»999» Brak rozeznania rynku CSRS i NFJ>*.

l g f $ Ł 4 4 ^  ■ •
SSBR prouukujo kondensatory elektrolityczne tantalowe spie­

kane typu £T0«1 i MO*2' ad 1960 roku» f NHD. są produkowane 

kondensatory typu.TGI14123 dla zakresu temperatury pracy 

-r 65°C i ó tolerancji — IGif + +XOO%.

l\essat 4 .,4, 4,!i..4,7 , i .,,4,3_... } ' ;

.ii a rynkach krajów współpracujących brak jearfc «piplanarnych 

i.lam-mtćv f>dłoysssriodnikowr̂cł..« Brak .jest' informacji- doty­

czących prac badawczych «. te j dziedzinie <,

Temat 4 .6 «  ■__■ .

Ponieważ trajazystor tego typu jak BUY 12 jest wykorzystywany 

w układach odchylania, ’odbiorników telewizyjnych istnie je 

przypuszczę ai^,, ż© jo ¿rfc on .produkowany w ZSRte«
/

,£ s s ł i s s s a i l ,S s s s i ^ .t o i 2 E2 ^ £ a a d i - 2 lESS2 ła.

' Produkcji! o-i' jV. ksiartaiu .'967 r> •

T emat 4 »Ł «■ ■

•.Pro Aukcje konóeasatoriw. łK?P i  KD od 1970  r**

T e m a t . 4 o ? . u
P ro du kejs 'kondensatorów £T0**I od 1968  r .  ą 13fO-2 dd 

Temat 4 o 4 »___

Produkeje-. przew idziana o d . 1970  r*

SaaljŁąg.
Produkcja przew idzianą  przed 1 2 7 ? *

lasaŁ4&l-Ł-
.•^rfcdukc,f5 'p i'se^ .id j* łan**  p r z e d  1970  r .

-/



TT

8 • £505052® JS-^2i2S2§SS-B£SS-SSSfe2S2r&S$S££2I2&-^ii§^-. 

dpświadczalnokgnatri^ęyjnych/gB/ oraz uri^tiomiepia_

grodukc^i^^P^__/napodatawie własnych opraćowaó_lufa_

lic en c ji^ __w__FRL._

Temat 4ol.

Przewiduje się możliwość wejścia na rynki krajów współpra­

cujących .

Temat 4 .2 ,

Przewidziany do produkcji asortyment nie pokrywa w pełni 

zapotrzebowania . Należy: przeanalizować w jaki sposób 

będzie zabezpieczone zapotrzebowanie' «Interesująca byłaby 

możliwość rozszerzenia zakupionej licencji na kondensatory 

typu KT-1S.

Temat 4 .4 . 4*5« 4 .7 . i 4o8

Celowe jest kontynuowanie dotychczasowych prac w Kraju • 

Należy bezwzględnie ubiegać się o zakupienie licencji 

na epiplanarny tranzystor krzemowy i epiplanaroą diodę 

krzemową , co znaczni© mogłoby przyśpieszyć obecnie prowadzo­

ne prace krajowe i zapewnić szybko wysoką jakość wyrobu.

Propozycje podjąciar prac^naukęwot, -badawczych..i doświadczał*

B2-.r^25§ii^2iłi^S^-.2i!S2_y£tii2b9!§iS2i§-.BE2Ś!iictii_w„krałiaęh]_

wapółpracu.jacych .

Tematy 4 .2 . 4 .4 . 4<>5 4o7 i  4*8 wymagają przeprowadzenia 

odpowiedniego rozeznania , 'na podstawie którego będzie 

można przteSŁoźyć propozycje .

10. î oopęracja^i^wapółpraca naukowo-techniczna.PRL z pozo-, 

stałymi trzema krabami . <

Temat 4*1. ' ■ >

Nie istnieje •>

Temat 4.2« i 4.3» .

Zakup licencji z 25SRH

Temat 4 .4 . ,  4«?, 4®6, 4 .7 . i 4 .8 . „

W ramach HŜ PG współpraca głównie w dziedzinie normalizacji.

Współpraca dwustronna z NHD i CSRS w. dziedzinie technologii, 

jednak nie obejmując^ technologii epiplanaraej •

1 .
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11 • _g^ggi„g.,ggagochło^ości_ jpotrzebach k adrow y ch,, wy pg a a; 

Temat 4 ¿1 • .'.,

Informacje »oże? przękazsó Zakład *Omigw

/ * > < * 1 ‘ / ;‘
Te&at 4 •■&»'•' " ■ ■ y  ■
Informacje c.oże przekazać Zakład Gór arniki Radiowej.

Temat 4*3«

Informacje.móże przekabać Zakład 

Temat 4*4», 4 .5 , 4*6» 4»l\ i 4*8*

Informacje wogśi'przekazać TTE , CBNBiKF i Fabryka Półprse 

wodników ‘WTBWAM

12i^^|Qâi£9l2«9iSi-^lÊÊ§3iâ^k-g-3:i2®BSjSA~êl£ê5tUâla£«.

îço 3zt ; ̂ -cgnc.ji /omów ieQig_^l§S_E2 dan^;ohjw^gunkcie J3/. ̂

iii a- ; <A&2xAsl-î-is®--

C stewo ść*. Vkupienia licmeji na pródukc^ krzsmowych 

epiplaaaraych, elementów półprzewodnikowych £■ technicznego 

punktu widzenia nie budzi «ątjjliwoćcio 

''.Odpowiednia analiza została przeprowadzona przez MFC 

/  Zjednoczenie UN1TB1/«

^767/?0/9£/eTmig
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•  ̂ X'¿í?-S4-1! 13 !! L.i-; ?-.’Iç <5 eec^srch r i e z a l e ś n e g o

ipoduiu* pr*/as:aa cii orí a do pïacy w pięści cor.; traîne J 

: ‘ BicC., '13.::' generacji* ’-¿jaka pamięć gł<5wr.a> Pamięć 

•■ główna ic.c? może Bklaéâé ,aię'--ja '-¿säne* o lub'tfięcej 

modułów.. • « . ,/ .• ''

. Zasadni ;:ae paráiaatry v moduł u pam5gciorego o okraślo- 

• nycá wy miarach ¿ęometry.ezhyclijs

~ ,po je.rc;<ćiś,ć iiiro,rtBa'2y¿na : î 6?p4 .níá» 25“-b:itav;ycłlj.

- .c«:as •■ ';y «lu i ró' /r.y «s 2.f0 ;.iü aekûndy j
■ • . V , ■ . , # • ■*• 1 ", I. • ' , * %

- b.Vok .:.vén:L¿:-a informacji assiéra rë:i ea:ió, ferrytoweft ••

2.., 'jfegigć_ .‘pgrgoy-jga f i jas”v o cechach r-ieaalaźnego

modułu* prseanaesons. do pracy, w ązęślt oen.tralnej ,

. irasayny cyfr« J . raoji,  jako paiięcl-¿jł-dwna* '

' Pamiiąć ;ł4v/na w, 'c • rao&e -składać 'alf k. jednego lub 

v<dęcej )0Qa.i;t5K'v.



Zasadnicze parametry modułu pamięciowego o okreélo~ 

'.nych wy ©¿.arach geometry czńy chi

**. pojemność informacyjna 32¥6& słów 9 - bitowych; V 

||' ' ¡estes Ç2'kî,a_ c'a yuseki ■ ■

y- blok naëniks informacji zawiera rdzenie ferryt.owe<>

3# Ekstraœ“_ agi'.bka^-^eaiigd^^Ç^^s^s, o céchach podzespołu 

. spełniajaca rpię a / -zbioru operacy jnych rç-jest-rów -

■ arytmometru# ' sterowania, systemu. przerwali .i innych . 

lub b/ p44®i§ci pomocniczej ■ /  /« W-przy-'

■ pądku /a /  pamięć posiada, 'órgśnizac4§ adresową#. w przy

• : padku • /h /  'adresową; ïub aaoe ja ey ¿tłą o '

Zasadnicze parametry podzespołu pamięciowegot

. - pogemnoëé informacyjna 128 słów 36 «* bitowych^,

■ =* czas "c^klu ca 300 nse.kj

- blok nośnika informacji zawiera cienkowarstwowe

' elemen- '̂ magnetyczne <> •.

» .cykl '3-wa i'0-ua- À  ‘ ‘
/ l •* * '

-¡■••pojfejan...' 3 1 2  k - ' ł'024 k znaków /,9, s+. bitowych, /o

5'° fâS'iêâ-ê.";ëixiS, 1

cykl- «£& 300.ns. JÉÊ

- -pojemniiść 51 2 , 1Ó249' 2048 słów .

; Hśj długoś-i--: słdwa^D bitów 0- J ' . 7 , V

Dot* tematu A ,Is  ^  • v 1 •’ /  / "

1 o Blok nośn ika. informa c j i ;

’2®. Rdze.zS noónika informacji odpowiednik s; PHILIPS 5F3

3o 'Tranzystor przełącznikowy o mocy ca 1ta- - odpowiednik

2N3-U4.



4 .,  Tranzystor przełącznikowy o mocy ca 0 93W - odpowiednik 

. 2N2369.

5 o Tranzystor dla układów liniowych - odpowiednik ST7C.

5 . ¡Dioda przełącznikowa o mocy ca 0,5W r  odpowiednik 

1N4151 o'

7 e Dioda przełącznikowa o mocy ca 0,25W - odpowiednik 

1N4009o • • f y  ''

8o Typoszereg wysokostabilnyćh oporników.

9® Typoszereg stabilnych kondensatorów.

10. Łączówka.

11Q Aparatura do kontroli pamięcią 

t2VAparatura do kontroli bloków i płatów nośnika.

12. .Aparatura do kontroli rdzeni nośnika.

Hot. tematu. A .2 . ' . • i:

W k, Blok nośnika informacji. ~ 1

15. Edzeń nośnika informacji - odpowiednik AMPEX 2C4-06.

16. Tranzystor przełącznikowy o mocy ca IW •» odpowiednik 

2R3444^

17. Tranzystor przełącznikowy o mocy ca O ^ W  »» odpowiednik 

. 2K2369.

18. Dioda przełącznikowa o mocy ca 0,5W - odpowiednik 1H4151'.

19. Typoszereg podstawowyfeh układów scalonych.

20. Aparatura do kontroli 'pamięci.

21 . Aparatura do kontroli płatów i bloków nośnika - odpo­

wiednik GTC9 typ M-205*

22o Aparatura do kontroli rdzeni nośnika. ■ . ■

x /  Zakłada się, że we wczesnym okresie produkcji pamięci • 
będą stosowane ■ układy podstawowe, zbudowane z dyskretnych 

elementów;, w okresie późniejszym t j . po opanowaniu przez 
przemysł krajowy produkcji układów scalonych8 układy pod-, 
stawowe z elementami dyskretnymi będą zastąpione układami 
ocalonymi. .



Doto tematu Ao3s

2 3 * Blok nośnika informacji..

24o Element nośnika informacji« -

25o Typoszereg układów przełącznikowyeh«

25« Typoszereg układów inforrnacyjnych,.'- ’

27o Typoszereg układów podstawowych«

2£0 Aparatura do kontroli pamięci«

29o Aparatura do kontroli fioków i elementów hośnika f * 

3Co Aparatura do kontroli 'układów elektronicznych«

Aktualne szczytowe , osią^ni^ifeia.świ& loweo:

W maszynach cyfrowych 'III. generacji produkowanych przez 

czołowe firmy zachodnie / I B M  360/30-7C» RCA SPECTBA 

70/15-45* EELM system 4/10~7Q/ są stosowane 'pamięci o 

parametrach zbliżonych do parametrów podanych w.punkcie A 0 ,

.• ;  l 

^ęrt& p e k t ^ i c!sńe' .kierunki«

Mizno znacznego postępu prac nad równego typu nośnikami 

informacji, pamięci z nośnikami na rdzeniach ferrytowych8 

z przeznaczeniem użycia ich jako pamięci główne, stanowią 

w dalszym ciągu podstawową linią rozwojową tych pamięci«

Dla poparcia powyższego stwierdzenia wymienić można duze 

zaawansowanie-niektóryeh firm- zachodnich,w zakresie opa­

nowania produkcyjnej technologii wytwarzania rdzeni © 

średnicy 0 ,3  cano

Opanowanie produkcyjne psmięci A«1 or&z A<>2 warunkuje re=* 

alizaćję planu postępu w zakresie nuc* generacji« Prace 

nad pamięcią z p-tu A«3' pozwolą fc„'ino aktywnie, śledzić 

postęp, w dziedzinie nośnika scalonego«



Reali&ujeś ŻTC' %j$m. -k:on.8tPulcc'ga.|. WZE' nBlwTOv! V- pro­

dukcja* zaawansowany projekt wstępnie.

A o2 o . v 1 ‘ .

Realizuje i ŻTC Bil - konśtruckja; , WZE *.Jj;lwro" ’-pro- . 

dukc j a w s tępnef wymagania»

A .3 . i _ . | /'■' - . ■ • I  V  i

Realizujes ITE - kona truck jaj WZEmElwro1'’ - produkcja

Bo 1 . .  , l ’■ y  •. , _ , -

Realizuje? ZTŚ BOI - konstrukeja ł “tecteoiogia - saawans. 

projekt- wstępny;. WZE *>, produkcja. po- roku 1968V

#•£•■* I

.Healisu je s ZTS IMM - technologia labor«, i prod o doświad­

czalna «*> zaawans. projekt wstępny; PGEFER - technologia 

produkcyjna i produkcja masowa po roku i o*.* *-»* q

Hie produkuj się» Terminy opraćowad i produkcji poda " 

’’Unitra"»

3o 8 c

:?rodukeja . L-l 8 ' ód- i 968. t°

309 o '

Produkc ja I»»»i? 'od t9&$ 'i* l • ■

.Produkcja WZE "EŁtYRO*

3o 11 ,

RealizujeIM M  -konstrukcja* projekt koncepcyjny i WZE' 

EL"‘R0" - produkcja po roku 1970o'

3 e14e . /  J i  , V. -• " .. j{

Realizacja; ZTS JIM - konstrukcja* studia tematu;, WZE 

”ELV/RCW. « prod^ki; jfł-;pvł roku * 9?t«»' -



Ba 15* ' . I ■ W

Realizacja:ZTS IMM - technologia laborat,.i prod« doświad­

czalna, studia tematu; POLFĘR - technologia prod„i pro­

dukcja masowa o ł«>

Bo 16 , 17»18® " ‘ *

Nie produkuje się; terminy opracowali i produkcji poda 

’’UNITRA" o

Bo19o

Patrz opracowanie dotó podstawowych układów scalonych

Bo 20» 21 o ' ■'.* ■>

Realizuje, IMM - konstrukcja, studia tematu, WZE "EŁWRO" 

¡produkcja po roku 1971 o

B. 22 o

Brak rozpoznania ' 1

Bo23, 24

Realizuje;,ITE# WĘLWRÓV- konstrukcja; WZE MŹLWfiO” ,- pro­

dukcja® .

Terminy poda "ELWRO*’ lub ITĘ*

B® 25 *  30

Informacji udzieli ITE

Srak rozpoznan ia o

Po Co^kraje^te^gowinn^osig^gd^w^okresie do 1975 r®?

Nsleży w pełni opanować produkcję urządzeń, określonych 

: w p-kcie A, oraz potrzebnych do tego celu urządzeń pomiaro 

wych, zespołów i podzespołów, określonych w punkcie Bo

Go Progoz^c^e^rac^naukowo^badąwcz^ch^^NB/^i^do^wiadęgalno-

A®1 , 2» M

Bo 1, 2, 14, 15

prace KB, DKt P 

“ NB, DK, P



-  .7 -

B»4, 5, .6 , '7S 17» 18 licencja, P

B<>3, 16 

Bo8, 9

Bo i O

B o l i ,  12,  2 0 ,  21 

Bo 13,  22 

B o 2 V  24 -

- współpraca w NB; Prodo dośw

- licencja,P

- DK, P

NB, DK, P

współpraca w NB i DK, P

- współpraca NB, DK, P dośw®

Bo 3 , 16 

% Bo 13» 22 

Bo23 , 24

Bo25,26,27»28,29»30

te współpraca NB, DK oraz P

- współpraca NB, DK oraz P

- współpraca NB, DK oraz P

- prace NB, DK oraz P

Proponuje się następujące zasady współpracy*. >

1o Powstałe w wyniku podziału problemu tematy /  A01 *  3, 

Bo 1 *  30 /  są rozdzielone do-opracowania między kra­

je, objęte porozumieniem; wszystkie fezy opracowania 

dokumentacji danego tematu są wykonywane w jednym i 

tym samym kraju»

2 o W tematach Bo3 oraz Bo 16 zakłada się współpracę 

w formie opracowania niektórych laboratoryjnych 

technologii tranzystora I W; wybrany kraj współpra­

cujący prowadzi .całośó zagadnieniao

3o 'fi, tematach Bo 13 oraz Bo22 można dokonać podziału 

na "elektronikę* i "mechanikę"o Okłada się, źę 

"mechanika"/ tjo automatyczny podajnik wraz z pod­

zespołami współpracującymi będzie powierzony krajowi 

współpracującemu Polska opracuje układy elektro­

niczne®.

4 o Zasady współpracy nad nośnikami scalonymi określi 

ITEo.



5p F&kt prowadzenia przez ,jeden ź krajćw określonego 

‘ teteatu nie wyklucza noaiiwoecl prac'nad tym terna® 

t e in w krajach pozostałychc

yigil„9f4£S£2HM2ĄBBi£i&^£2l£2ebagh_k0ar©w^ęh.Ł̂ £ osa|e2

1» Tematyka realizowana przez H M S a objęta problemem- 

okr§ślOnym w tytule*, wymaga zwiększenia o ca łO in- 

źynier<5ws w stosunku do. stanu obecnego*

2 „ Koszt' laboratory jne j. aparatury pomic>o®ej .d-la prac 

: układowych* "i okres-ie 1958 VS;9" r«’ b^Iz'ie  ̂wynosić ca- 

ŻZiOpp dolarćw :**■ piracie :w ISEMU»-’ ^  •

3®. Koszt laboratoryjnej ,aparatury dla .prac technologies»' 

‘«rv @ cń {©ra :̂ prod1 o' 'doświadczo8 w okresie >988-69 będzie , 

wynosić ca'30CoOCÓ dolarów - prace w

4» Koszt importowanych elementów konstrukcyjnych w uży­

tych do . op racowahia teise tó w: A * i ora k A „2 wyniesie' 

ca 52<,0CC dolarów*

5 o Koszt licencji dla tematów z '.punktu Q.02 oraz 0*5 - 

•brak rozpoznania• . . .  /  '

,1»c Potrzeby produkcji .w zakresie etatów oraz Wyposaże­

nie w aparaturę i urządzenia - brak rospoznsniaa
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I o Omówienie problemu.

Opracowanie konstrukcji, technologii i wdrożenie do 

produkcji złącza wielokontaktowego dis maszyn cyfro­

wych zbudowanych Z układów mikroelektronicznych^ Jakość 

złącza określona następującymi parametrami:

Vd część^uszkodzeń /  w środowisku polowym lub przemy­

słowym /  rzędu 1 0"9 /  kontakt h-kTo przy poziomie ufno­

ści 60%

2 o gęstość kontaktów dla:

złącz pośrednich 

* krawędźiwych

3

2o Aktualne szczytowe osiągnięcia światowe

1 o Częstość uszkodzeń \

Miniaturowe złącze firmy Bumdy Corporation typu 

HC 35 zastosowane do morskich urządzeń elektro­

nicznych uzyskało częstość uszkodzeń 9, 5* 1O“ 9 /  na 

kontakt przy poziomie ufności 90%, przyczem w bada­

nym okresie nie nastąpiło uszkodzenie żadnego kon­

taktu /  warunki morskie zwiększają częstość uszko­

dzeń dwukrotnie w porównaniu z warunkami lądowymi / •

2 o Gęstość kontaktów

Firms Burndy Corporation

złącze UPC3B6§P=“1 /  pośrednie /  10 kontaktów/ca* 

złącze PSE4DB20-1. /  krawędziowe /  8 kontaktów/ 

/cm krawędzi płytki druk«

Firma AMP INcorporated

system połączeń stykowych "MECA* 40 kontaktów/co

2- 1 0  kontaktów/cm mitro

- 5 kontaktów/cm krawę­
dzi płytki mit»*



* 2 ~

Firma Cinch Mfg /  złącza dla mikromodułów firmy 

Hamilton

Standard, a Division of United Airoraft
2

Corporation/ 20 kontaktów/cm

Podobne gęstości kontaktów uzyskuje dla swoich 

złącz pośrednich Micro-D i Double density - D, 

firma ITT Cannon Electric oraz inne /  Amphenol 

Collector Division /

Perspektywiczne kierunki

Kierunki rozwojowe złącz dla urządzeń mikroelektronicz- 

nych charakteryzują się odejściem od konwencjonalnej 

formy konstrukcji złącza /  miniaturyzacja /» Wprowadza 

się złącza z kontaktami dociskanymi z zewnętrz /  zwię­

kszenie trwałości kontaktów /  - firmy Cinch Mfg oraz 

ITT Cannon Electric, oraz zastępuje się sztywną wtycz­

kę, wtyczkę elastyczną złożoną z kilku cienkich połą­

czonych razem drucików /  wzrost niezawodności i minia­

turyzacja /  - firma New Twist Connoctor Corporation»

Tematyka główna

1» Opracowanie, konstrukcji i złącza o parametrach wy­

mienionych w p» 1 o

2 o fiSfeKŁSiSi Wdrożenie do produkcji złącz o wysokiej 

niezawodności wymaga opanowania w kraju technologii 

pokrywania podzespołów stykowych twardym złotym 

/  najlepsze parametry eksploatacyjne podzespołów /„

3°’ Tworzywa na korpusy*, Opanowanie w kraju lub sprowa­

dzenie z zagranicy dialylftalatu lub podobnego two­

rzywa /zapewnia dużą stabilność wymiarową w szero­

kim zakresie parametrów klimatycznych / c 

Zakres temp* pracy 50 ♦ + 100®C

Tematyka związana

5oU Opracowanie kryteriów jakości i metodyki badań



hłów stykowych/-

a a . , .tematu» : ■'. '■,■

S* 1 rt.';Wł tiSŁ:V Opracować konstrukcję /. po4«1 /  może 

..kilka pśrodków krajowych* Dotychczas opraćowa~ 

t,c konetsMcje gwarantują asyckanie założonych 

pa^amstrć# ./ p'» 1 ,A  Mennica Państwowa ./p ¿4*'1» /  

poijęła ,pTSC‘i nad. opanowaniem, pokrywania kontaktów' 

.twardy® *ldtejBV .Bo’ tej pory nie -uzyskano w - pełni- 

' zniewalających wyników /'jakość, ceha / 0v • = * * t ' 

• ; Opracowano wstępnie*/ ' p*iK1 <' /  kryteria jakości

i metodykę :ba2©r; złącz /  Zakłady Radiowe im>. Kas­

przaka* irzeoy słowy Instytut Telekomunikacji / .  

Brak odpowiednich materiałów '/  po4->.2»-/..

6 . 2* W NB?*'.-Jedyny kraj /  posa1 ZSRR /  w ramach HWB3 

ktiry produkuje, złącza pośrednie dla obwodówt , 

-•drukowa**̂  o parametrach zbliżonych do średnie­

go pózioau Światowego* »Jednakże jakość, pokryci©1 
’ /  twarde &łocenie /,-, oraz technologia wykonania 

nie są jeszcze w pełni zadawalające» PRL prowa- :

; daiła. wstępie rozmowy z NRD na temat dostaw w/w 

złącz i ew ,-, licenc j i -

6 - W CSRS i Z3R3:•'W Czechosłowacji prawdopodobnie 

•. nie prowadzi Si#* prac nad • złączami,-/ Brak enimc$a~' 

cji w publikacjach fachowych ovpodjęciu w ZSBR 

'problematyki .konstrukcji i produkcji złącz mnia---'

■ terowych •,dla ar^ądaeń mikroeiektrordcsnych- %  ZSRR. 

opanowano pokrywanie'podzespołów, twardym złotem*

6-i4- * WL uzyskało -licencję na technologię złocenia 

styków /  wĝ  infOreu Unitry /

W PEL ¡nie pod .ięto prac nad .złączem'tego rbdzajUo 0 ile '

.sytuacja w- ty» zakresie nie - ulemie śmianie /  ©praco-

wąnia własne Isib  lic«nc ja, /  to .potrzeby st9e /  I II  gene^



racji musiały by być zabezpieczone poprzez kosztowny 

i objęty ograniczeniem import złącz wiełokontakto- 

wych wysok ie j jakożći«

8q Propozycje:

Uruchomić produkcję złącz o wysokiej niezawodności 

i żądanych parametrach technicznych w kraju. Przy­

puszczalne zapotrzebowanie na złącza do urządzeń 

i sprzętu produkowanego w naszym kraju wyniesie /  sza­

cunek własny oparty na tendencjach rozwojowych i no­

wych wdrożeniach w naszych kraju /

rok 1970 - 90 do 100 tysięcy złącz 

rok 1975 & 120 dó 140 • |

jeżeli tylko połowa z nich będzie złączami o wysokiej 

niezawodności to przy stabilizacji cen złącz, koszt 

zakupu wyniesie ok« 200«000 dolarów w roku 1970 i okc 

260.000 dolarów w roku 1975» Ponadto rozwój elektro­

niki w PBŁ nie może opierać się na imporcie dużych ilo­

ści podstawowych podzespołów elektromechanicznych ja­

kimi są złączao SWestia czy oprzeć się na licencji 

czy też na własnym opracowaniu zależy od priorytetu 

potrzeb i możliwości«

W obu przypadkach ekonomiczne będzie zakupić licencja 

na pokrycia twardym złotem wraz z niezbędnym wyposaże­

niem /  npo firma Seł~Rex International / 9 i nastawiać 

się na wielkość produkcji gwarantującą eksport do in­

nych krajów RWPG i na'zachód /  duże zapotrzebowania na 

wysokiej jakości złącza /<> Zakup licencji pozwoli na 

azybkie wprowadzenie do produkcji złącz o sprawdzo­

nych parametrach i znanej jakości, natomiast podjęcie 

prac konstrukcyjnych i badawczych umożliwi podniesie­

nia poziomu kadry technicznej związanej z problematyką 

konstrukcji podzespołów stykowych«

Podjęcie produkcji złącza w oparciu o własną konstru­
kcję*



_• 5 -

8o.U  Opracowanie konstrukcji /  Temat 4«1« /  - miesza­

ny zespół pracowników z następujących instytucji 

Elwro, SUK, IMM8 PIT*

i Opracowanie technologii pokrycia twardym złotem 

/  Temat 4*2* /

Zespół pracowników Mennicy Państwowej.lub Hf?

/  ew<> przy współpracy WAT /  i ew0. pomocy techn»

ze strony VRL«'

Opracowanie tworzywa na korpus  ̂ /  typu dialyl- 

ftalatu

/Temat 4o3« /« Zespół pracowników ITS ♦ odpowie­

dniego zakładu produkcyjnego /BUTI /

Uruchomienie produkcji w:

- Zakładach ELTB& Ęydgoązcz, lub 

« Zakład Doświadczalny BUTI - ... Etydgoszezo

8o2o Potrzeby kadrowe

U  Kadry o Konstrukcja i badania 3-5 osób

Pokrycia 3r5 *

Opracowanie tworzywa
typu dialylitalat 5**8 "

Zo Wyposażenie« Linia technologiczna dla pokryć« 

mikroskopy do badań metalograficznych, przyrzą­

dy do badań wytrzymałościowych i trwałościowych*

3 , Czas opracowania 1,5 -.2 lat /  bez opracowania 

dialylftalatu / ,  wdrożenie do produkcji ok« 

t rok o

Przedsięwzięcie powyższe wiąże się jednak ze 

znacznym ryzykiem niepowodzenia«

Ocena celowości ubiegania się o licencję, koszt zakupu 

licencji«

Uzyskanie licencji na produkcję miniaturowych złącz o 

wysokiej niezawodnćtócii jest obecnie bardzo prawdopo­

dobne« Poza czynnikiem czasowym zakup licencji jest 

również celowy w przypadku przewidywanego eksportu . 

sprzętu elektronicznego do krajów zachodnich«.



a/ 2 roźiców przeprowadzonych przez autbra niniejsze­

go Opracowanie % prsedstawicielezn firciy Ultra 

Electronics Lid Mr Fromptonem wynika^ że firaa te 

byłaby skłonna udzielić licencji na omawiane złą- 

c&a ora3  ew«- podjąć kooperacje produkcji*-

Wnio&ki koóćowe

Charcie w kraju produkcji nowoczesnychzłąez na li-> 

cenęji, Jeat'bąrde-iej wskazana, gdy» nie wiąże ®ig' z 

znas-znym ryzykiem niepowodzenia jakie należy uwzglę­

dnić, w przypadku'podjęcie prac zasy gm  licowanych «?' 

punkcie .8 /' trudności technologiczne i materiałowe /

ISwentualą;;lićentjodoweą Esógłoby by,ć KRD- lub t im a 

angielską Ultra' KŁ©cts*or.dćs Łtd» 2aku]p licencji po- • 

winien wiązać ©ię- zitisyi.kan'iem ©bek technologii rdyJnięż 

pełnego wygasa ker: i-e linii produkcyjnej oraz niezbędnej 

apsrąt u r y  -


